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Siセル表面をTOF-SIMSにより分析 

PID劣化モジュール 
 → Naが大幅増加 
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機械研磨の研粒
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  走査型キャパシタンス顕微鏡（SCM） 

ZnO層の信号 
強度が低下 
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 PID test : –1000V, 85℃ 
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 PID test : –1000V, 85℃ 

 –1000V, 85℃, ~1000 h 

劣化は試験法
に依存 
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 PID test : –1000V, 85℃ 

薄膜系はPIDが起こりにくい？ 
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ガラスからのNaイオンが影響 ガラス基板からの 
Naイオン等が影響 

セル表面で電荷を相殺 

セル内部で不純物準位を形成 
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